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& *ft %l iU — *I & & fit 4& te. •!£ f&(dynamic random 
access memory • DRAM) aa K (chip) #J - Itfr^i. (refresh 
clock) #J ^ 3r ^ • t£DRAM B B a £ tlteit 
(memory eel 1 ) • # - l& -It tc & ^ * - t& 'It % M- • i* £ <t 
^•^^^^l)^^-5L^t^ ' « ft * « «■ * « «• * * *■ 
& jL 4a M : ai2)ftti^5itf ^ ' 4i - H*r"^^ • * 

tb - «. # & #r ft # m >M & % ° 

4t . ( - ) > 4t4tl4: »1B 

( ^ ) > ^ $ -ft * ® it # ft, £ # Sfe ffi * 1ft a £ : 

1 0 5C #: 

1 2 JDS. JL 4. H 



14 * (%tW%&-) 




;£(J4.£)tt*4M'] ft*a#j gift £»**4**--t-«**-*ft4^ 



0#3: 
a ft : 

^# a ft : 
a ft : 
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(dynamic random access memory • DRAM) #r W #J 3r 

* a ,51 & ' *,4S-*Hfeilt4t%fi£.*fl ' ^^i^l 5 !^ 
H #f r«1 # 3r & « JSl |t * • 

it ffi «. * : 

DRAM & m * ft HI & it # it % It t • & ^ * & *fc & ' 
fct «. £ » J- ° ® itb • # & it m 
te « m o°a 4l t ° & ffij ' DRAM # - t& ft Wl : DRAM # l& -It it 

m • & ® -&DRAM I& «lt it t ^NMOS #PN 4£ fir 

^ i£ id Si % 3d • H it • — 4SDRAM #j f& -It it • #■ M i& - 
5t tfj r-1 ' «. *R it *f * t m te. -It # * *4 • a m ft t 44 
>7il ^ ' ifcb ft m %> H *f ( r e f r e s h ) » ffij S£ — 5t #j n£ fcl S'J 
& It #r fal ^(refresh interval) • & T ' Sfc #DRAM it >3L 

# #| *h ft ft IC ife *f t 44 ft ** ifr ' & ^stand-by ft & £ T » 
DRAM #■ Mb - Jt *r W Mb • i£ « « *€. - , £ tf, € *- *t £ 
#r • a 7 # Mi * ' *» * It #r P-1 Kb ' DRAM @ ^ jt *r 

$ ft & #• WL ^ A • 

JSH An » #DRAM m te 4* ^(portable) ft % * A »°o ( # 
*» PDA ) . >F 4* ^ & # ^ 1^ * #T ft *h $ ° * te ^ 

&&ft'%*Mt&T ! rfeftftifc§:%f&' 

ft $kte ' Sit ' ATJS.-fca-fc.ffltt^ffl ' & * ft % * * ft 
m ^' #€. # # ^ ^ te 4f • DRAM -th ^ <H • m a ' 4p ft ft 
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IL-f-«Mm«V3 (2) 

teDRAM #r m #3 & * • # *J ^ Jl *r ^ ife 6d ^ $ • «. £ 
sj{ $-DRAM • 

# m & : 

4t ^ itb ' 6<l i # i 6<i • — i&ta#Jt#r 

Pal fih • a teDRAM jieit«r • ' 7 a a A, * * W * 

(dynamic random access memory • DRAM) & % (chip) #j— 
^(refresh clock) JL £ • t£DRAM A ft & & 

# ?I & ^ t& -It tg( memory cell) • #■ — te, -It to tL ^ # — f Z 
•It € ^ • i£&!k*&tL&%l)$kte--K&'% & ' t£7Clk€ 
^ & f£ f e, 'It- t & i *a M ; a &2 ) 4fc & tg 7l #: € & • ML £. 

* # ^ £ « - « - % % # t& 'It It b S b £ t - 

Jl#rafilL^^|ti ° S£ DRAM k% & tL & % it *t 4l te, *fc tg » # 

5C^€^J^>5t-Bf^^4-^t. • f £ ft £fc € 3£ £l t£ f & «lt t S 

jL *a &fl " t$a*jfc£4Lj££M4£3fr*S5C4& t> ' ffl ^ J. £ 

t£ H *r flU • t£ H #t 8f JKl It *r W fa M i& 5l *fc € ^ - € 
& <gL A j& SL tt • 

#r If it- *8 5^ £ t& 'It € S- t <i it X b£ • t£ 7l #: 

€ S € S- <i- fil ^ *t A • K * & & fcb #'J #J it ^ « 

# DR AM bo }~\ tWtetfc€«.fit**l«***^S*^^ 
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i . $-<vm«fl (3) 

ft a£ . ^t 1 ^ t/ffiiW Jt*r Bf M. fit afc ft • @ *t ' 0 V 

"^a^^. — ^Jt^it^^H^r^^ ° — ^ ® « i| .*MI 

&$\fhftm%&>^%fe • 

£te*#«yi*-jLi£B# - # a*. ^ » & B ^ j« £ ' 

T $L & & - & * M ' Ji B£ m Wt ffl s£ ' # # *o tfc 

T • 

«fe 3r ^ : 

DRAM te. to it + # l& 'It- € ^(capacitor) ^ t S & 
A ' ^ # 1 ^ t ^ ^ I • ^l^iS H^^i^f»Uf 

SSL & • /9fa-5ra*fcfflJt-&6«i!t*frMl% ° #t a » H *r Fel Rf, 
-sr a 1%. 4: te. -It % ^ € 2gL.-d #.*t*alM" 

>£. ft U m ±- ' fit £ U ft t & 'It P# ?'J (memory array) 

t 6%J f& 'It "t S- ' « ^ ii € ^(periphery circuit) 
& £ 4t 7C 4fc « " t t -t • 7C#?€S^t&'IttS^I5]#^ 
i& ifc & #J » JR. Ji 6*j ft 4b ' #^o^6fe^^-f(critical 
dimension 'CD)#j$H*Mshift) » ill • 
«■ ^ t& -It € ^ # ^ * ' 15] ^ 4 t f^f i'l 5l # t ^ • « ^ 

f e. -ft- € ^ 5l ^ € ^ ^ M ° -kPtttfiTu 

^^^it^^^^TC^t&'tt-TtCdummy c e 1 1 ) t ° # & ' 

»r a a t& -fife Mt t ^ f >i * t ffl $'J tfj t e. -It € » & ft K 
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IL * «-«fl«t«¥i (4) 

1$ ffa & £ & & tl & % - K & % u & - M- £ • 

f$ 1foM.£.B 12 ffi&$.tfi&tfi$JfoZ-&#t ft f& ' & & fit ^ 5C 

ik^^iOtfjt&feJf^ffijJi^ ° *° 1 5 ) & ^ #t * 5C « 
1 0 ^ te. «lt t S- & jl *a Bfl • m u H #r ft « tt £ t& ft € & # 

a £ £ — #1 Jt 4; i& n #r *fc ' i*J £J te, ft to i*j 

£2ffl£a-3*ifcJKifcii(ring osc i 1 1 a tor ) ^ *fe # * 

t ' 5- ^ -fc. — #1 *b 3" 4$ 4£ _L — 7L & te. ft it (dummy ce 1 1 ) 1 6 

# £ £ |fc . £■ + ' 7C ^ te, -It it 16 t tfjNMOS ^Mfeft^iH 
« #l(VCC) ' - Jl # -kturn on ^ $i I • tfe ft Ifc te. ft it 

m Hfc JC at it #r A &. H *f »&. ♦ £ n 7 7C .*& € % tfi %t 
% o *o ^ € S <t ft A • H #r s$ Jfo #3 ( & It #r ft M> ) «t 

# t& ft 7t(dummy ce 1 1 ) 1 6 "sr a * K A - 4fi ' « * t t 

• sfc tfc • #^,&ftfS#lfcdJ^#-#ifc'tkte.ft;?t • ffl 
#j • 

$ 2 ffl t #) ft ^ t& -It- it (dummy ce 1 1 ) 1 6 • 4 W ^ f 1 
'It ?'J t >1 t t ffl J'J ^ ' ^ te. -ft- 7t (memory cell) • H 
b& te, -It P£ ?'J #J £ 'It ^ • 




0492-6522twf(nl);90-074;edward.ptd 



3L*&WtSLW (5) 

# 4* # t • >^^.-#ifcb^ij|i/j^ii*fBf^ * t? ^ ^ m m 

% tf) H • 

^ -fr W £fc a & ft * #J ' 

^ # . fcr'fcr&S*t#tt## • * #l ^ * ® W & # *° 

ft @ 1*3 • # -T #fc #• tf- H f«r ffl 4fe ' ® *t ^ 4$- B £ ^ ^ l£ ft 

IS # «L ft W ^ t * * *'J ft ® # £ ^ ^ * ° 
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# 5fe % »¥3 : 

1 0 ft Ik *t S 
1 2 JUL * Sl i§ 
1 4 J* & JK ft 5 
1 6 5l 4^ t & -It 7t 
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1. — & fil & te, f£(dynam ic random access 

memory * DRAM) £& ft (chip) #i -~ ft #r ^(refresh clock) 

£. * & • t£DRAM B B a # & ^ # & ^- te. 7c(memory 
cell) ' #■ - «. tt it & * * - 'It * * • tfc JL £ ^ * & * 

«. - 5C & % s ' «5cife«2gi#ttttatt f: ^ Jt 4i 

KifeiZ JL & % & • #r a* flfc ' 

t I JE. ^ i - 

jft ^ jfr J» & & M : 

«. 4ft - 3t S € ' U Jk £ i& m ' * t ' i£ 7C 4& 

3 . *» f tfr * #■] |£ ffi * 1 # 4l £ £ * ' * t ' i& ft £fc 

« & & t£ # te. -It % & t - • 

4 . - ft HI fit a # -It ft a e a £ t^-H^fflf^^^. 

It %_ » f£DRAM a B a J* & ^ # *t VL 'ft- 7C . ' # - f& 7t * # 

- te, 4£ € » 1^ H*r^f lit £&i* : 

- tl ^ t ^ ' & &i£*e.*fc€$L£jE-*siffl ; 

- b£ jgg. J. £ & Sl » M&^tgTCI&^g. ' fl§ a £ £ t£ H 
*f jfe ; 

* t ' S£ It *r & £ *r ffl ft?, # & t£ 7C 4$ € S ^ - *t 
& A m /fc it 4a M o 




0492-6522twf (nl ) ; 90-074 ;edwa rd . ptd 



% 10 K 



oscillator) • JL t£ K & % S- # i& & & J * ^ ^ & ^ & t 
- f! & • 

6. :frt^^*4 3&®#5^^&^ B **k>£ ^lL &^■ , ■& 
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